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Sekildeki CMOS yap1 kullanilarak o035um n-kuyulu CMOS teknolojisi ile bir akim
kuvvetlendiricisi olusturulacaktir. Kuvvetlendiricinin akim kazancinin Ky = 2 olmasi
hedeflenmektedir. Kutuplama akimlarinin I = I = 50uA olmasi 6ngoriilmiistiir.

a- I; ve I, akimlarimi ayni referans akimindan elde etmek iizere akim
kaynaklari tasarlayarak devreye ekleyiniz.
b- Devredeki MOS tranzistorlarin boyutlarini belirleyiniz.

SPICE benzetim programini kullanarak

c- Iour akimimin I akimiyvla degisimini arastirarak ciziniz. (Yol gosterme:
Bunun icin girise bir Inv akim kaynagy, ¢ikistaki Ry, yiikiinii kaldirarak yerine
gerilimi sifir olan bir Vi, gerilim kayvnag baglayiiz, giris akimim uygun bir
aralikta degistirerek Vi gerilim kaynagmm akiminin nasil degistigini
gozleyiniz).

d- Giris akiminin ve c¢ikis akiminin dogrusal degisim araligimi belirleyiniz.

e- Akim kazancinin frekansla degisimini arastiriniz, 3dB band genisligini
belirleyiniz.

f- Giris empedansinin frekansla degisimini inceleyiniz.

g- Cikis empedansinin frekansla degisimini inceleyiniz.

h- Kuvvetlendiricinin gecirme bandi icinde biiyiik isaret yanitimi inceleyiniz,
bunun ic¢in girise siniis bicimli bir isaret uygulayiniz, giris isaretinin genligini
belli adimlarla arttirarak her bir adim icin cikis isaretindeki THD toplam
harmonik  distorsiyonunu  kaydediniz, ¥THD  toplam  harmonik
distorsiyonunun iin giris isareti ile degisimini ciziniz (THD(%)=1(iin)). Cikis
geriliminin Ry yiik direnci ile degisiminin inceleyiniz. Bunun icin giris
akimim cikista diisiik bir distorsiyon seviyesi elde edilecek bicimde seciniz,
giris akimini1 bu seviyede sabit tutup Ry direncini arttirarak cikis genliginin
nasil degistigini gozleyiniz, Vo = f(Rr) ve THD(%)=f(Vo) degisimini ¢iziniz.

i- Yaptiginiz tiim calismanin ayrintili bir yorumunu veriniz.

Kullanilacak CMOS teknolojisi WEB sayfasinda belirtilen adresten almabilir.
Istediginiz bir teknolojiyi secebilirsiniz.



